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我々は水素終端(C-H)ダイヤモンド表面上に、高温 ALD-Al2O3法[1]によってゲート絶縁膜

及びパッシベーション膜として形成し堆積させ、Al2O3によって誘起される 2次元正孔ガス

(2DHG)をチャネルとした 2DHG ダイヤモンドMOSFET の作製を行い、10～673 Kでの安定

動作[2]及び優れた耐圧特性(～2000 V)[2, 3]を報告してきた。ただし、C-H 表面のため Al2O3の

密着性が良くないこと、Al2O3中の電荷が界面に近すぎ、クーロン散乱のため 2DHGの移動

度が 30～110 cm2 V-1 s-1 [4, 5]と低いこと等が問題である特に、ダイヤモンドのバルク移動度

(～1500 cm2 V-1 s-1)や AlGaN/GaN 界の 2次元電子ガス(2DEG)(～1500 cm2 V-1 s-1)と比較して

2DHG の移動度は低く、向上が求められる。今回、C-H ダイヤモンド表面上に Al2O3より帯

電しにくい SiO2膜を形成し、キャリア密度や移動度への影響を調査した。 

Ib(001)単結晶(窒素ドープ 1019 cm-3)ダイヤモンド基板上にアンドープ層(～200 nm)を成膜

し、次に、水素終端化を施した。その後、高真空下で Si通電加熱蒸発により C-Hダイヤモ

ンド基板表面に Si を約 1 nm堆積させ、大気暴露にて自然酸化 SiO2膜を形成した。Si 蒸着

前と SiO2膜形成後で van der Pauw法ホール効果測定によりシート抵抗およびキャリア密度、

移動度を評価した。水素終端表面(Si薄膜形成前)のシート抵抗は約 1.6×104 Ω sq-1、ホール電

圧 1.1×10-4 V、その逆数に比例するキャリア面密度は 9.9×1012 cm-2となり、シート抵抗の逆

数をキャリア面密度で割り、ホール移動度は 41 cm2 V-1 s-1と算出された。SiO2膜形成後では

シート抵抗が約 1.4×104 Ω sq-1であり、ホール電圧は 2.9×10-4 V、キャリア面密度は 5.5×1012 

cm-2、ホール移動度は 79 cm2 V-1 s-1であった。この結果より Si堆積及びその後の SiO2形成

後もシート抵抗が変化せず、キャリア密度がおよそ半分に、ホール移動度がおよそ 2倍に増

加した。同様の傾向が Siを 2 nm堆積した試料でも得られている。ダイヤモンドの表面処理

および Siの形成温度と 2DHG の相関については当日報告する。 

 
Fig.1 Formation of SiO2 thin films on the hydrogen-terminated diamond surface 
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